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Segundo parcial {Junio} Fundamentos de Electronica 2012/2013

EJERCICIO 1 12

Dado el siguiente circuito, obtenga la caracteristica de transferencia Vo vs. Vi, con V;, € [—o0, 00].
Suponga los siguientes modelos lineales para los diodos:

» [Latension en directa de todos los diodos es Vy = 0.5 V.

o Eldiodo zener tiene una tensién de ruptura de |Vz| = 2.5 V.
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Va = 6V, todas las resistencias tienen el mismo valor
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EJERCICIO 2 i1

Obtenga las tablas de verdad para las dos configuraciones en tecnologia NMOS de la siguiente
figura. Justifique el razonamiento seguido para obtener una tensién de salida de nivel bajo.

VDD AVDD AVDD

(a) (b)

{1 punto}
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EJERCICIO 3 725

Los transistores bipolares NPN que aparece en el siguiente circuito tiene una f$r = 200 siendo
todos los condensadores de desacoplo.

b)

Vee=15V, Vg = 5V, Ry = 10k}, Rs = 0.5k, Ry = 0.75 kO, Rs = 100 2, I1 = 10mA.

Calcular la resistencia Rz y las corrientes de colector de los transistores Ti y To,

teniendo en cuenta que las tension colector emisor de Ty toma el valor Ve =2 V.
Considere Vgz = 0,8 V, e igual en.ambos transistores. Resolver sin despreciar la
corriente de base de ninguno de los transistores y considerando que en la fuente de
corriente 11 cae una tensién Vi diferente de 0 V.

(1.25 puntos)

Representar el modelo de pequefa sefial del circuito. (0.5 puntos)

Obtener la ganancia de la segunda etapa (A= Vo/V2) del circuito en pequeila sefial. Sea
V2, 1a tensién entre el punto marcado en el circuito como V; y tierra.

Suponga Vr=258mV, gn = lcq / Vry 1=/ gm.

(0.5 puntos)

Dada la ganancia A=V, /V; se trata de una etapa: {marque con una x la correcta)

0O Amplificadora inversora (sefial de entrada y salida en contrafase).
0 Amplificadora no inversora (sefial de entrada y salida en fase).

{1 Atenuadora inversora (seflal de entrada y salida en contrafase).

{1 Atenuadora no inversora (sefial de entrada y salida en fase).
(0.25 puntos)
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EJERCICIO 4 /2

Sea el siguiente circuito.

R4
......{
__:—\[DD
Vi { ; RZ R3 VO
—

Vpp =12V, R1=2kQ, R =8k, R3 =12 k), Vo =1V, W/L =20, K= 20 pA/V?

a} ¢(En qué region esta trabajando este MOSFET de canal N? Justifique la respuesta.
{1 punto}
b} Represente el modelo de pequefia sefial. {0.5 puntos)

c} Siendo g,, = IZk%IDQ, calcule la ganancia en tension (A= Vo/Vi) del circuito.
(0.5 puntos)
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CUESTION 1 /1.5

Tenemos un fotodiodo polarizado en inversa. Este fotodiodo se ha creado con una base de Siy
dopando una de sus mitades con 4x10%° cm® impurezas de boro {aceptadoras) v la otra con
5x10%6 cm 3 impurezas de fosforo (denadoras).

A

0Ce®
P cCoea N
(SISCTS)
eielels)

R maae

E
—W

a) Calcular la concentracién de portadores de cada una de las zonas (N-P), a temperatura
ambiente. (0.5 puntos}

b) Calcular la corriente de arrastre. Exprese el resultado en funcién del campo eléctrico.
(0.5 puntos) :

¢) Calcular la corriente de arrastre cuando se ilumina la zona de deplexién con fotones
suficientes para generar una concentracién de portadores igual a 1/3 de Ila
concentracion de impurezas donadoras. (0.5 puntos)

Datos: nj = 1.45x10%% cm~3, ju, = 1500 cm?/(Vs), yp = 450 cm?/(Vs), g = 1.6x10-19 C
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CUESTION 2 i1

Describir brevemente las tres regiones de trabajo de un transistor MOSFET canal N. Describa el
efecto Early. ;En qué regién de trabajo del transistor aparece dicho efecto? Justifique su
respuesta.
(1 punto)

12
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